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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年4月13日(2017.4.13)

【公表番号】特表2016-517464(P2016-517464A)
【公表日】平成28年6月16日(2016.6.16)
【年通号数】公開・登録公報2016-036
【出願番号】特願2016-502530(P2016-502530)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ  11/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/61     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/62     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/64     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/66     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/67     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/74     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/85     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ   5/00     (2015.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ   11/08     　　　Ａ
   Ｃ０９Ｋ   11/61     ＣＰＦ　
   Ｃ０９Ｋ   11/62     　　　　
   Ｃ０９Ｋ   11/64     　　　　
   Ｃ０９Ｋ   11/66     　　　　
   Ｃ０９Ｋ   11/67     　　　　
   Ｃ０９Ｋ   11/74     　　　　
   Ｃ０９Ｋ   11/85     　　　　
   Ｆ２１Ｖ    5/00     ５１０　
   Ｆ２１Ｖ    5/00     ６００　
   Ｆ２１Ｖ    5/00     ６３０　

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月8日(2017.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　色安定Ｍｎ4+ドープ蛍光体の合成方法であって、
以下の式Ｉの前駆体を高温で気体状態の含フッ素酸化剤と接触させて、色安定Ｍｎ4+ドー
プ蛍光体を形成するステップを含む方法。
　　Ａx［ＭＦy］：Ｍｎ4+　　　　Ｉ
式中、
ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ又はこれらの組合せであり、
ＭはＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｓｃ、Ｈｆ、Ｙ、Ｌａ、Ｎｂ、
Ｔａ、Ｂｉ、Ｇｄ又はこれらの組合せであり、
ｘは［ＭＦy］イオンの電荷の絶対値であり、
ｙは５、６又は７である。
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【請求項２】
　含フッ素酸化剤が、Ｆ2、無水ＨＦ、ＢｒＦ5、ＮＨ4ＨＦ2、ＮＨ4Ｆ、ＡｌＦ3、ＳＦ6

、ＳｂＦ5、ＣｌＦ3、ＢｒＦ3、ＫｒＦ、ＸｅＦ2、ＸｅＦ4、ＮＦ3、ＰｂＦ2、ＺｎＦ2、
ＳｉＦ4、ＳｎＦ2、ＣｄＦ2又はこれらの組合せである、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　含フッ素酸化剤がＦ2である、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項４】
　温度が１００℃以上である、請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　蛍光体前駆体を反応体と１時間以上接触させる、請求項１乃至請求項４のいずれか１項
記載の方法。
【請求項６】
　雰囲気が０．５％以上のフッ素を含む、請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載の方
法。
【請求項７】
　雰囲気が窒素、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン又はこれらの組合
せをさらに含む、請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　雰囲気が約２０％のフッ素と約８０％の窒素とを含む、請求項１乃至請求項７のいずれ
か１項記載の方法。
【請求項９】
　ＭがＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ又はこれらの組合せである、請求項１乃至請求項８
のいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　照明装置であって、
半導体光源と、
光源に放射結合し、屈折率Ｒのシリコーンマトリックス中に分散した蛍光体ブレンドと
を含んでおり、蛍光体ブレンドが、以下の式ＩのＭｎ4+ドープ蛍光体と、約５％未満の吸
光度及びＲ±０．１の屈折率を有する希釈剤とを含んでいる、照明装置。
　　Ａx［ＭＦy］：Ｍｎ4+　　　　Ｉ
式中、
ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ又はこれらの組合せであり、
ＭはＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｎｂ、Ｔａ、
Ｂｉ、Ｇｄ又はこれらの組合せであり、
ｘは［ＭＦy］イオンの電荷の絶対値であり、
ｙは５、６又は７である。
【請求項１１】
　以下の式Ｉの色安定Ｍｎ4+ドープ蛍光体であって、５０℃以上の温度で８０Ｗ／ｃｍ2

以上の光束に２１時間以上暴露した後の当該蛍光体の％強度損失が４％以下である、色安
定Ｍｎ4+ドープ蛍光体。
　　Ａx［ＭＦy］：Ｍｎ4+　　　　Ｉ
ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ又はこれらの組合せであり、
ＭはＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｓｃ、Ｈｆ、Ｙ、Ｌａ、Ｎｂ、
Ｔａ、Ｂｉ、Ｇｄ又はこれらの組合せであり、
ｘは［ＭＦy］イオンの電荷の絶対値であり、
ｙは５、６又は７である。
【請求項１２】
　色安定Ｍｎ4+ドープ蛍光体の合成方法であって、
前駆体を高温で気体状態の含フッ素酸化剤と接触させて、色安定Ｍｎ4+ドープ蛍光体を形
成するステップ
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を含んでおり、前駆体が以下の（Ａ）～（Ｉ）からなる群から選択される、方法。
（Ａ）Ａ2［ＭＦ5］：Ｍｎ4+（式中、ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、ＮＨ4及びこれ
らの組合せから選択され、ＭはＡｌ、Ｇａ、Ｉｎ及びこれらの組合せから選択される。）
、
（Ｂ）Ａ3［ＭＦ6］：Ｍｎ4+（式中、ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、ＮＨ4及びこれ
らの組合せから選択され、ＭはＡｌ、Ｇａ、Ｉｎ及びこれらの組合せから選択される。）
、
（Ｃ）Ｚｎ2［ＭＦ7］：Ｍｎ4+（式中、ＭはＡｌ、Ｇａ、Ｉｎ及びこれらの組合せから選
択される。）、
（Ｄ）Ａ［Ｉｎ2Ｆ7］：Ｍｎ4+（式中、ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、ＮＨ4及びこ
れらの組合せから選択される。）、
（Ｅ）Ｅ［ＭＦ6］：Ｍｎ4+（式中、ＥはＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｚｎ及びこれらの組
合せから選択され、ＭはＧｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ及びこれらの組合せから選択され
る。）、
（Ｆ）Ｂａ0.65Ｚｒ0.35Ｆ2.70：Ｍｎ4+、及び
（Ｇ）Ａ3［Ｚｒｆ7］：Ｍｎ4+（式中、ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、ＮＨ4及びこ
れらの組合せから選択される。）。
【請求項１３】
　色安定Ｍｎ4+ドープ蛍光体であって、以下の（Ａ）～（Ｉ）からなる群から選択される
組成を有しており、５０℃以上の温度で８０Ｗ／ｃｍ2以上の光束に２１時間以上暴露し
た後の当該色安定Ｍｎ4+ドープ蛍光体の％強度損失が４％以下である、色安定Ｍｎ4+ドー
プ蛍光体。
（Ａ）Ａ2［ＭＦ5］：Ｍｎ4+（式中、ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、ＮＨ4及びこれ
らの組合せから選択され、ＭはＡｌ、Ｇａ、Ｉｎ及びこれらの組合せから選択される。）
、
（Ｂ）Ａ3［ＭＦ6］：Ｍｎ4+（式中、ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、ＮＨ4及びこれ
らの組合せから選択され、ＭはＡｌ、Ｇａ、Ｉｎ及びこれらの組合せから選択される。）
、
（Ｃ）Ｚｎ2［ＭＦ7］：Ｍｎ4+（式中、ＭはＡｌ、Ｇａ、Ｉｎ及びこれらの組合せから選
択される。）、
（Ｄ）Ａ［Ｉｎ2Ｆ7］：Ｍｎ4+（式中、ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、ＮＨ4及びこ
れらの組合せから選択される。）、
（Ｅ）Ｅ［ＭＦ6］：Ｍｎ4+（式中、ＥはＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｚｎ及びこれらの組
合せから選択され、ＭはＧｅ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ及びこれらの組合せから選択され
る。）、
（Ｆ）Ｂａ0.65Ｚｒ0.35Ｆ2.70：Ｍｎ4+、及び
（Ｇ）Ａ3［Ｚｒｆ7］：Ｍｎ4+（式中、ＡはＬｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、ＮＨ4及びこ
れらの組合せから選択される。）。
【請求項１４】
　色安定Ｍｎ4+ドープ蛍光体を含むポリマー複合材料に直接接触した半導体光源を備える
照明装置であって、２Ａ／ｃｍ2超のＬＥＤ電流密度、４０％超のＬＥＤウォールプラグ
効率及び２５℃超の基板温度で２０００時間動作した後の色ずれが１．５マクアダム楕円
以下である照明装置。
【請求項１５】
　色安定Ｍｎ4+ドープ蛍光体を含むポリマー複合材料に直接接触した半導体光源を備える
照明装置であって、７０Ａ／ｃｍ2超のＬＥＤ電流密度、１８％超のＬＥＤウォールプラ
グ効率及び２５℃超の基板温度で３０分間動作した後の色ずれが２マクアダム楕円以下で
ある照明装置。
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